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Blatt Nr. 381

Der Typ 40673 ist ein N-Kanal-Silizium-Feldeffekt-Tran=
sistor (Depletion-Typ) mit zwei isolierten Gates.

In das MOS"-Pellet sind zwischen Gate 1 bzw. Gate 2 und

Source jeweils zwei gegensinnig gepolte Schutzdioden eindif-

fundiert, die die an den Gates auftretenden Spannungen
auf 10 V begrenzen und hierdurch die Gates vor Schaden
durch elektrostatische Aufladungen schiitzen.

Der groBe Dynamikbereich des MOSFET wird durch die
Diodenschaltung nicht verklein=rt, die HF-Eigenschaften
verdndern sich nur unbedeutend, da die geringe Sperr-
schichtkapazitiit der Dioden im betrachteten Frequenz-
bereich vernachldssigt werden kann,

Die hervorragenden Eigenschaften des 40673 prédestinieren

seinen Einsatz in einer Vielzahl von HF-Verstirkeranwen-
dungen bis 400 MHz. Gegeniiber den Typen mit nur einem
steuerbaren Gate werden beim 40673 mit den zwei in
Serie geschalteten Kandlen und den voneinander unabhén-
gigen Gates ein gréBerer Dynamikbereich und eine klei-
nere Kreuzmodulation erzielt.

Zur Verringerung der Riickwirkungskapazitit besteht die
Méglichkeit, den Transistor 40673 in der Sourceschaltung
mit wechselstrommaBig geerdetem Gate 2 zu betreiben.
Dies erlaubt den Betrieb von HF-Verstirkern mit maxima-
ler Verstirkung ohne Neutralisation und ergibt eine bes-
sare Entkopplung zwischen Oszillator und Antenne,

Der Typ 40673 ist hermetisch im T0-72-Metallgehiuse
aufgebaut.

*Metall-Oxid-Halblaiter

Absolute Grenzwerte bei Ty = 25 °C

Drain-Source-Spannung Vpg. . . « . . . . —0,2 bis +20 v
Gate 1-Source-Spannung Vig s

Dauerwert (DC) . . . ... ocuvuns =8 bis +1 v

Spitzenwert (AC) . ... ..o v v —& bis +6 v
Gate 2-Source-Spannung Vgas

Daverwert (DC) . . ... ........ =6 bis 30% v.Vpg V

Spitzenwert (AC) . ........... —6 bis +6 v
Drain-Gate-Spannung Vpg1 oder Vpgz . +20 v
DralnstromIp o v oo va oo v 50 mA
Vearlustisistung P

Bai lenlhungl-} bis26°C. . ... 330 mw

tempereturen dber 25 °C Lineare Abnahme

um 2,2 mW/%C

Umgeabungs- Temparaturbersich

Lagerungund Betrieb . . ....... —66 bis +175 %
Littemperatur der AnschiuBdrihte

2 0,8 mm vom Gehilussboden entfernt

s R e e 265 e

“Dual Gate“-Silizium-
Feldeffekt-Transistor

N-Kanal-Depletion-Typ

mit Gate-Schutzschaltung

fiir HF-Verstirkeranwendungen
bis 400 MHz

iy

Gehiiuse:
JEDEC TO-72

Anwendung

HF-Verstiirker, Mischer und ZF-Verstirker in mili-
tirischen und industriellen Anlagen sowie in Unter-
haltungsgeriten

® Antsnnenverstirker
® Fernmessungs- und Multiplexanlagen

Flugzeug- und Schiffssmpfinger

Eigenschaften der FETs mit zwei Gates
® Hervorragendes Kreuzmodulationsverhaltsn und gréBerer

Dynamikbereich als bei bipolaren Transistoren oder
FETs mit einem Gate

GroBer Dynamikbereich ergibt gutes GroBsignalverhalten
ohne Ubersteuerungseffekte

Zwei Gates erlauben vereinfachte Verstirkungsregelung
(AGC)

® Praktisch leistungsloss Verstirkungsregelung

Wesentliche Verringerung der Oberwellenstérsignale in
FM-Empfingern

Erzeugung der Vorspannung wie bei Elektronenréhren
Ausgazeichnete thermische Stabilitit

Eigenschaften des Typs 40673

Gegensinnig gepolte Dioden schiitzen jedes Gate vor
elektrostatischen Aufladungen und Spannungen in der
Schaltung

Kleiner Gate-Reststrom:
lg1ss und Igzsg = max. 20 nA bei Ty = 25 °C

® Hohe Vorwiirtssteilheit: g¢s = typ. 12000uS

Hohe HF-Leistungsverstirkung (nicht neutralisiert):
Gpg = typ. 18 dB bei 200 MHz

Kleine VHF-Rauschzahl: typ. 3,5 dB bal 200 MHz
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Blatt Nr. 381 40673
Elektrische Kennwerte bei Ta = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Typ 40673 Ein-
Kennwerte Symbaole Priifbedingungan hei-
| Min. Typ. Max ten
= S T
Vps =+15V, Ig = 200 uA - 5
Gate 1-Source-Spannung Va15(off) Vg2g = +4 V 2 -4 v
Gate 2-Source-Spannung VG25iof) :gfs' :;ﬁ‘u’. Ip ™ 200 A S = <k v
; Vgis=+1 oder -6 V .y
Gate 1-Reststrom lg1ss Vg =0 Ngag=1 - 20 nA
. Vgas=16V
Gate 2-Reststrom lg2ss Vs = 0, Vgis = 0 e - 20 nA
Vpg=+16V
Drainstrom Ipss Vgag=+4V -] 15 as mA
Vgis=0
Vorwdrissteilheit Vps=+16V, Ip=10mA
(Gate 1/Drain) ofs Vg2s=+4 V, f= 1kHz 5 ian 1 i
Kleingignal-Eingangskapazitit 7
bei kurzgeschiossenem Ausgang! Ciss gl g = oF
Kleinsignal-Kurzschlul-
Riickwirkungskapazitit Cisa :'35 ::_i:* ‘{":'_ ; :u:!l-;;m 0,01 0,02 0,03 pF
{Drain/Gate 1)* G25 .
Kleinsignal-Ausgangskapazitat
bei kurzgeschlossenem Eingang Coss r 29 i pF
Leistungsverstdrkung (siehe Bild 1) Gps 14 18 - dB
Maximal erreichbare
Leistungsverstiirkung MAS 3 20 iy ah
Maximal nutzbare
Leistungsverstirkung MUG - 202 - dB
Imicht neutralisiert)
Rauschzahi (sighe Bild 1) NF Vpos=+15V, Ip=10mA - 35 6.0 d8
Betrag der Vorwiirtssteilheit ¥l Vgag=+4V, f= 200 MHz = 12 000 = us
Phasenwinkel der Vorwirtssteilheit (] - —-35 - grd
Eingangswiderstand fias - 1,0 - k£l
Ausgangswiderstand foss - 28 - k2
Schutzdioden-Kniespannung Vineas Dioden-Sperrstrom = £100 uA - 10 - v

1 Nur durch praktischen Schaltungsaufbau begrenzt.

2 Kapazitiit 2wischen Gate 1 und allen anderen Anschlissen.
3 Messung mit drei Anschilssen, Gate 2 und Source mit Schutzanschiul verbunden,

Liithinweis:

Die flexiblen Anschliisse dieses Typs werden iblicherweise mit den Schaltungselementen verldtet. Ebenso wie bel allan HF-Halblaitern
mull der Lotkolben wihrend der Létung geerdet sein.
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40673 Blatt Nr. 381
Priifschaltung zur 200-MHz-Messung # F'";P,;ﬂf: 1;1 é;:nrhonvt r Q= 40673
. - von L iy A Keramik-Scheiben-
der Leistungsverstarkung und der Rauschzahl ASRMAE® 238 i ais =078 sk s
Dicke = 1,6 mm * Keramik-
Alle Widerstinda in {1 kondensator
Alle Kondensatoren in pF

Bild 1

Rauschzahl in Abhéngigkeit
von der Gate 2-Source-Spannung

Sourceschaltung mit Gats 1 als Eingang

Umgobungstomperatur Ty = 25 9C

Fragquanz 1 = 200 MHz

Gate 2-Source-Spannung Vigos — V
Bild 2

Leistungsverstarkung in Abhéngigkeit
von der Gate 2-Source-Spannung

el Drain-Source-Spannung Vpg =16V
Gata 1-Spannung Vg ist abgeglichen [
:E:; fir lg=10mA bei Vgog =4V
a HiHE Gate 2 wechsalstrommiBig geerdet
u 1 L -
T HHEE
I H
8
= 2
- b fror
£ a s S
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2 B HH
[+] 1 ] 2. 5 3 4 ] [

{Sourceschaltung mit Gata 1 als Eingang

Umgebungstemperatur Ty = 25 9C

Fraquanz f = 200 MHz _

Leistungsverstarkung Gpg — dB

20

|Gate 1-Spannung Vig15H erer

Ist abgaglichan fir Ig

O
T

= 10maA bel Vgag=4 Vi
Gato 2 wochsalstrom-
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Gate 2-Source-Spannung Vgasg —
Bild 4

Cq: 1,B... 8,7 pF, Drehkondensator mit Luftdielektrikum,
Typ 160-104 von E.F. Johnson o.i.

Cz: 1,5 ... 5 pF, Drehkondensator mit Lufrdielektrikum, Typ 160-102
van E.F. Johnson o.i.

Cs3: 1. 10 pF, Kolbenkondensator mit Lufidielektrikum,
Typ VAM-010 von JFD, Typ 4335 von Johnson 0.4,

C4: 0.8 ... 4,5 pF, Kolbenkondensator mit Luftdielektrikum,
Typ 560-013 von Erie 0.4,

Lq: 4 Wdg. mit versilbertem Kupferstreifen, 0,51 mm dick,
1.9 ... 2,16 mm breit, Windungsinnen g = 6,35 mm, Windungs-
linge =23 mm

La: 4,5 Wdg. mit versilbertern Kupferstraifan, 0,51 mm dick,
2,15 ... 2,40 mm breit, Spuleninneng = 8,1 mm, Spulen-
lange = 23 mm

Rauschzahl in Abhéngigkeit
vom Drainstrom

Sourceschaltung mit Gate 1 als Eingang
Umgebungstemparatur Ta = 25 °C
Froquenz f = 200 MHz
Drain-Source-Spannung Vps = 15V

Gote 2-Source-Spannung Vgag = 4 V
G-u Illvsmrm-snmnun Vi g = variabal

.
T

B

Ty

Rauschzahl NF — dB
&

o ] 4 ] 8 ] 7]
Drainstrom g — mA

Bild 3

Maximale Leistungsverstarkung
in Abhéangigkeit von der Frequenz

Sourceschaltung S ST 1]
Umgebungstemperstur T4 =26 9%¢ [T B I
Drain-Source-Spannung Vg = 16V [T+
Drainstrom Ip = 10 mA HHH i-;r ISR
l
4.

Gota 2-Source-Spannung Vgag = +4 V|~

REEE

R R

HEEE R
i

Max. Leistungsverstarkung MAG — dB
Ll

1

1

[} 100 200 300 400
Frequenz f — MHz

Bild &

395



Blatt Nr. 381 40673
Drainstrom in Abhéngigkeit Drainstrom in Abhangigkeit
von der Gate 1-Source-Spannung von der Gate 2-Source-Spannung
HH Umngebungstemperatur T, = 25 °C Sourceschaltung mit Gate 1 als Eingang
L Drain-Source-Spannung Vg = 15V 4 Umgebungstemperatur T, = 25 °C
15 ST Drain-Source-Spannung Vpg = 16V
fdn'c e Gate 1-Spannung Vig1s ist abgeglichen
|l fiir Ip = 10 mA bei Vgag =4V
o 1 Gate 2 wechselstrommRig geerdet
E 0 I E io !
a ] I
3 [=]
5 0 E s
E 3
= { ‘i [
5 1 | I r
(o 2500108 8
spannung VG25 25
= T SEEEE
ofH: FEFEEHE HY __of f
-2 = 0 i 2 -4 -3 -2 - ] ] 2 CRE )
Gate 1-Source-Spannung Vg1 — V Gate 2-Source-Spannung Vigog — V
Bild 6 Bild 7
KurzschluB-Eingangsleitwert in Abhéngigkeit KurzschluB-Ausgangsleitwert in Abhéngigkeit
von der Drain-Source-Spannung von der Drain-Source-Spannung
Sourceschaltung ey
rceschaltung T prees
2 Umgebungstemperatur Ty = 25 °C 2 Frmaum; i
| 12 EWMIT'M:&'IHi 2 | 1| Drainstrom Ip = 10 mA
o rainstrom I = 10 m T Gate 2-Source-Spannung V| =4y
2 | Gate2Source-SpannungVgog=+4V = S T e e et S T
: ; : <o SRR
E ass o Qs 1o § % : | i
Ll i
g
8 F EEEEE 1 & L o=
= = & .E
TP am e g W <
. - : E £3%
§ 1bis ﬁ E o
=)
E E W E H
, i i e T A
2 = i - IR :I 4 8 E 7T B 9 10 I B i3 eB
Drain-Source-Spannung Vg — V Drain-Source-Spannung Vos — V

Bild 8

KurzschluB-Vorwartssteilheit in Abhédngigkeit
von der Drain-Source-Spannung

Sourceschaltung -+ H
3 Umgebungstemperatur Ta = 25 °C "‘t{- jaas EJ
& s|Frequenz f = 200 MHz i B
= |Drainstrom Ip = 10mA s 1 o
Gate 2-Source-Spannung Vlgzs =+4 V[ ‘e =
T T TP T IT T T e
. H T H e
EEEEEE % ,“: ["n-' i SasannliN] IS E
i |........_|._:.._ =TT T 'Ef o
E? |74 8588 1, f i :?:
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e Sassssasaise po 2
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g e saasnzs ' .
& e aatan sy sans:
If ) tH 00 &
[ L i "
Drain-Source-Spannung Vpg — V

Bild 10
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Bild 9

KurzschluB-Riicksteilheit in Abhéngigkeit
von der Drain-Source-Spannung

Sourceschaltung
Umgebungstemperatur Ta = 26 °C
Frequenz f = 200 MHz
Drainstrom I = 10 mA
'g Gate 2-Source-Spannung V| =4y
§
& ofHe
E
-
= =05
2 g bes
83 -
3o
¥
=15¢
i
[} 5 (4] 15
Drain-Source-Spannung Vg — V
Bild 11



40673 Blatt Nr. 381
KurzschluB-Eingangsleitwert KurzschluB-Ausgangsleitwert
in Abhangigkeit vom Drainstrom in Abhangigkeit vom Drainstrom
Sourceschaltung HH 3[Sourceschaltung
L e AT B EhHH ey oy "
" #| Drain-Source-Spannung Vs = 16 V e = 25| Drain-Source-Spannung Vpg = 15V
& |Gote 25ourceSpennung Vgas = +4 VI HTH B £
2 it oo s 4
BessscaEssgpsusunss - ipsnanssnusss i i 2 33 S
1.0 cua :TJ‘ 1 1 '15__1 i 3 T i
EEEn ' .. -..-.E..f..- :..-.;-!1 .E %E}Q
& - - ' -
g P LA J . & gg
EUI 1 1 - 1 i .E§I sudfanis
2 Bt i 3 = g
= 1] o e [ 30 6 = 2 &
8 T & 0s Sis
E] t = SSEEREEN
* ot : % e
o 5 10 15 ol R
Drainstrom Ip — mA L] D:lln:'t T tII :mn o a oS
rom lp —
Bild 12 Bild 13
KurzschluB-Vorwértssteilheit KurzschluB-Riicksteilheit
in Abhangigkeit vom Drainstrom in Abhangigkeit vom Drainstrom
Sourceschaltung HH ' Sourceschaliu
1 T ng
o~ |Umgebungstemperatur To =25 %C [T : Umngsbungstemperatur Ta, = 26 9C
& o Frequenz f =200 MHz D F enz f = 200 MHz
£ ' Drain-SourceS Vvps=15v HIHEEH < g
I= pannung B 8 Drain-Source-Spannung Vps = 15 V
E Gote 350"-'";‘“"???“':“{'_"5__ G2S '4"": HHHHH 3 -4 Gate 2-Source-Spannung Vgag5 =4 V
, T e E5 HHHHHH
E 3 ____I.rr,.l_-.. qussiisEaangsaan: :JF £ HH ,l
}%M'-‘“ R EERDY LA e T T:_' -~ 0 k 33 o s 1: i ti]
2 At 3 E R
2 | EEHATE 2 E= sessassaassas
£— [T 1 e § & T
R S [SSS RSLET ERERUROUSS SoRR SRSYS 2 T T
= Pt ey B £ i B e
i s I T
§ R - baanE « 3% x TR
g i (AU EgSNaesas sanaansdas suNAE REnEE enauy ] € HHHHHHH
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] ] o -] 4] 5 4] 15
Drainstrom Ip — mA Drainstrom I — mA
Bild 14 Bild 15
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KurzschluB-Eingangsleitwert in Abhéngigkeit
von der Gate 2-Source-Spannung

KurzschluB-Ausgangsleitwert in Abhéngigkeit

Sourceschaltung EEEEE
'E Umgebungstemperatur Ta = 26 o muE %
| 12| Frequenz f = 200 MHz 12 |
- Drain-Source-Spannung V| ‘? =16V = T ==
&  |Gate 1-Source-Spannung VG1s = ~06 V FHHHH &
g T T E
HH e, T
; l.nl__'_i1 Ht — e IIHE
-E L 1 i g
5 —T—T 8 bis 1EEN SuEENEEA %
Eum" =am i Geassnassssassanas W]
{1 5
2 SEAnEE b L L JI' . HE 3
-E e EEE T 1 LI L E
5 R EHHH RS
LT -I e H i H, 2
-2 o 2 a4 &
Gate 2-Source-Spannung Vgag — V

Bild 16

KurzschluB-Vorwartssteilheit in Abhangigkeit
von der Gate 2-Source-Spannung

Bild 17

KurzschluB-Riicksteilheit in Abhéngigkeit

von der Gate 2-Source-Spannung

von der Gate 2-Source-Spannung
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Umgebungstemperatur Ta, = 26 °C

Frequanz f = 200 MHz

Drain-Source-Spannung VDS = 16 V

Gate 1-Source-Spannung Vg15 = —06 V
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Bild 18
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Gate 2-Source-Spannung Vgag — V
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KurzschluB-Eingangsleitwert KurzschluB-Ausgangsleitwert
in Abhéangigkeit von der Frequenz in Abhédngigkeit von der Frequenz
rceschaltung [Sourceschaitu FH{ELS
2  |Uumgebungstemperatur Ta = 26 °C : T Unwppwr“:umr‘rémﬁ“c HH 2
| & Drain-Source-Spannung =16V 5 | I Dnin-snuru&plnnun:x Ds=15V at I
Drainstrom Ip = 10 mA = Drainstrom I = 10 ] 1 3
3 Gate 2-Source-Spannung Vigas = +4 V a } Gate 2-Source-Spannung ""9%51 +4 VLA H &
s 3 E En.ﬁ. HE 1 H LFHE
i oo LoPT LT A
4 o E éas S < e 4u§
L % : . HHH" £
3} E E‘u "t o B
Q bk = E " K B =] ﬁ
W s X 02 HH zui
e P = 1 b""" + +
i " EE R R i E } :-- -E_'_ i
| g 0. l Heritio g
ot § B L + - 1———'

2 | H Lo} 2 1 BE | '% HH 'I:l"2
0 ) 200 300 400 0 00 200 300 400
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Bild 20 Bild 21

KurzschluB-Vorwartssteilheit KurzschluB-Riicksteilheit
in Abhangigkeit von der Frequenz in Abhangigkeit von der Frequenz
reeschaltung R R -E [Sourceschaltung ! A }
Umgebungstemperatur Ta =26 %C 110100 Umgebungstemperatur Ta =26 °C | i—
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Vorwartssteilheit und Drainstrom
in Abhéngigkeit von der Gate 2-Source-Spannung

Sourceschaltung mit Gate 1 als Eingang
i00- Umgebungstemperatur Ta, = 26 °C
4| Drain-Source-Spannung Vpg = 16V
2| Gate 1-Source-Spannung Vg1 =-0,6V
G.ml 2 wechselstromméig geerdet
|___. In__?,.a#—ii
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Gz — M3

u—-mA.
o] ﬂ-ﬂ

|

Vorwartssteilhait
Drainstrom |
(=]
T so
B

...z =1 l j L
Gate 2-Source-Spannung Vgas — V

Bild 24

Vorwartssteilheit in Abhéngigkeit
von der Gate 1-Source-Spannung

Sourceschaltung
Umgebungstemperatur Ta = 26 °C
Frequenz f = 1 kHz
Drain-Source-Spannung Vpg = 15 V

||r| Jllllllll{llll TTH]
@ rash 5-30“ VGas = +4 v

L] 11
¥ |

Vorwidrtssteilheit g —
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-2 -1 o +l
Gate 1-Source-Spannung Vig1g — V

Bild 25

Vorwirtssteilheit (Gate 2/Drain)
in Abhangigkeit von der Gate 2-Suume-5pannung

Sourceschaltung
Umgebungstemperatur T, = 26 °C
Frequanz f = 1 kHz
Drain-Source-Spannung Vpg = 16 V
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HEHEE © }
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||||||

Viorwartssteilheit gis2 (Gate 2/Drain)

B =~

-3 -2 =1 o I
Gate 2-Source-Spannung Vigas — V
Bild 26
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MaBskizze fiir das JEDEC-TO-72-Gehause
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P DIl .
{
L2010 553
.D&%ﬂ'lﬂr ATO\4 3

_{n (6.35) MIN,
Hinweis 1

L 050 (1.27) MAX.
olg [ 482 Hinwais 1
OI6 | 406
Hinweis 1 100(254) TP
050027 TP
/ = '\\ Hinweis 2
Ii - s,
a5 T3\ “’f
— Isolation
28(s)
0481 22
028\ T11 Hinweais 3

MaBangaban in Zoll und in Klammern Millimeter

HINWEIS 1:

Durchmesserangabe gilt im Bereich von 1,27 bis 6,36 mm unterhalb
der Auflegefiiche. Von 6,35 mm bis zum Ende der Anschiiisse ba-
triigt der Durchmesser 0,533 mm. AuBarhalb dieser beiden Zonen ist
sine Angabe unverbindlich.

HINWEIS 2:

Anschliisse haban sinen maximalan Durchmesser von 0,482 mm,
wann mit einer Lehre von 1,372 £ 0,026 mm unterhalb der Auflage-
fliche gemessen wird.

HINWEIS 3:
Gemessen vormn maximalen Durchmesser.

AnschluB-Schaltbild

Anschlu 1: Drain
AnschluB 2: Gate 2
AnschiuBl 3: Gate 1
Anschlul 4: Source, Substrat und Gehéuse
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